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１．概要（Summary） 

ボッシュプロセスを用いた SOI ウェーハの微細加工に

リソグラフィ装置やエッチング装置を利用しています。培

養型プラナーパッチクランプバイオチップを製作し、これ

を用いたハイスループットスクリーニングデバイスを開発中

です。チップ構成の 1つのセグメントが Fig.1のように示

されています。周りの柵は神経細胞を培養中に微細貫通

穴の上に固定するための構造です。昨年末、神経細胞ネ

ットワークのイオンチャンネル電流の測定に成功しました。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 ICPエッチング装置一式, 両面露

光用マスクアライナ, ダイシングソー装置 

【実験方法】 

(1)微細貫通穴形成： レジストパタンは分子研ナノプラッ

トのマスクレス露光機で形成し、名大ナノプラットの ICPエ

ッチング装置一式でエッチング。 

（2）セルケージ構造形成： 分子研ナノプラットのマスクレ

ス露光機でレジストパタン形成し、名大ナノプラットの ICP

エッチング装置一式でエッチング。 

（3）ピペット溶液溜め構造形成： 名大ナノプラットの両面

露光用マスクアライナでセルケージと微細貫通穴のパタン

に位置合わせをして、裏面の溶液溜め加工のためのレジ

ストパタンを形成。その後ボッシュプロセスで深穴形成。 

(4) ダイシングソー装置を利用し、最後のプレナーパッチ

クランプチップを正確にカットする。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig.1のプレナーパッチクランプチップを製作しました。こ

の基板を利用し、ラットの海馬神経細胞の初代培養を長

時間で成功しました。３週間後、チャンネル電流の測定を

完成しました(Fig.2)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. (a) Schematic cross section image of the planar 

patchclamp chip fabricated by Bosch process. (b) SEM 

image of the chip surface with micro-through hole and 

cage structure. 

Incident angle is 15 degrees. Scale bar is 10 m. 

Fig. 2. (a) Observed spontaneous channel 
current recordings. (a-I) TTX (Tetrodotoxin) 
(1 M) is added to the bath solution, and the 
membrane potential (Vm) is 12.6 mV. (a-II) TTX 
(1 M) + CNQX (6-Cyano-7-nitroquinoxaline-2,3-
dione) (25µM) is added to the bath solution, and 
the Vm is 16.0 mV. (b) Bright field image of 
neuron after 24 days culture observed before 
channel current measurement (a). Scale bar is 
50 m. (c) Eight 
examples of overlaid channel current waveforms 
of (a-I). (d) Average channel current waveforms 
in (c). Single exponential fit is overlaid. The 10-
90% rise time is 3.6 ms, and the half decay time 
is 6.2 ms. 
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